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• パーシステンス
⇨ 電荷の蓄積に伴う空乏層の縮小の際に格子欠陥に囚われた電荷が時間を経た

後に解放されることが原因

この論文ではCRIRES+5.3um, ERIS5.3um,2.5umの3つのH2RGのパーシステンス特性

の評価とモデル化をおこなっている。

• データ取得

(40𝜇𝑠でサチる。
ウェルの⼤部分
を使うような
露出時間を選ぶ)

8500𝑠の間⾮破壊読出し

trap + detrap detrapのみ

• trap,detrap時定数の測定
Charge down phaseの画像の信号を以下の関数でフィッティング

この時の𝑁!がそれぞれの時定数ビンを持つ電荷数となる。
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フィッティングの
係数をsoak timeの
関数としてプロット

さらにフィッティングをし、
detrapping time const.とトラップ
される電荷が平衡状態になる時
定数(charge-up time)の関係をプ
ロットFig. 10より、𝜏"#$%&' () = 𝜏*'+%$)

⇨ charge up(trap+detrap)の時定数がdetrapの
時定数と同じなので𝜏+%$) ≫ 𝜏*'+%$)

• トラップモデル
仮定:

1. detrap電流は充填されたトラップ数に比例
2. トラップ電流はピクセル内の光電子数に比例

3. 充填トラップ数はtrap電流とdetrap電流の差

の時間積分

モデル：

各時定数について右図のようなRC回路を
でモデル化できる。その時、

1. 充填トラップ数 : コンデンサ上の電荷

2. Trap電流:  電流源の電流の大きさ
3. Detrap電流 : 抵抗を通る電流の大きさ

で表すことができる。複数の時定数がある
場合は、時定数の線形和で書くことができる。

• 光電子数 vs detrap電子数
※Soak timeは1000sに固定

≥ 135𝑘𝑒!でこれ以上
detrapする電⼦数が
増えなくなる。

2.5𝜇𝑚H2RG
ここら辺でサチる

サチっていない
領域では光電⼦
数とdetrap電荷
は⽐例

5.3𝜇𝑚
H2RG
はここら
辺でサチる

光電⼦数で規格化してプロット
すると、同じ形をしているので
空乏層の場所によって、時定数
の分布が変化することはない

• フォトントランスファー
トラップに出入りする電子はそれぞれ
異なるコンバージョンゲインを持つ
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光電流やダークカレントに⽐べ、
trapやdetrapの時は分散が⼩さい
⇨サブポアソンのノイズ特性

• Reciprocity failure
𝜏"#$%&' () = 𝜏*'+%$)なので、up-step profileはdown-step profileを反映したもの

になるはず
⇨ 実際は対称ではなく、up-step profileは、特にflashから長時間が経過した後は

リーク電流によって支配される

リーク電流が⽀配的 リーク電流を引き算すると
対照的なプロファイルになる
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